
被动自激电流监测微模块

◼ 输入电压

◼ 断路器 板载剩余电流保护芯片

◼ 数字式剩余电流动作指示

◼ 混合封装芯片

◼ 调理芯片

◼ 平替

◼ 预留可配置通讯 接口

◼ 

◼ 

◼ 

◼ 

◼ 满足 相关剩余电流动作特性要求

◼ 满足 基本剩余电流动作特性要求，并适配

测试要求

◼ 宽的温度范围（ ℃）

◼ 

◼ 型电流检测系统

◼ 直流电流检测模块

◼ 智能型交直流电流 漏电就检测系统

为被动自激型交直流漏电流检测核心芯片，

采用多芯混合封装，将被动自激振荡及整形芯片与 位高

速 单片机芯片（ ）叠封构成，通过检测

算法及控制算法，可实现不同频率及波形的交直流漏电流

检测和控制。

本产品广泛应用于工业及电动汽车充电领域。其固定方

式为 板载贴片安装，使用便捷。相比于统器件，更加

符合小型化、模块化的设计要求。

满足 模式二充电相关剩余电流测试要求；满

足 模式三充电 相关剩余电流测试要求；

满足 基本要求的基础上，适配 测试需

求
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电参数

电源输入电压 

供电电流（功耗） 

关断电流（功耗） 悬空

CT1/CT2 电阻 

下拉

电流
Ω

上拉 电流 Ω

PSU 输出 下拉 电流

VOL 上拉 电流

_RST/DRVIN/Mode/TSTINx

（mode=0） 

VIH 

VIL 

VRCT  

TSTIN2 线性输入电压范围 满足线性关系

STT1/2 最大输出电流 
下拉电流脱离线性时的电

流

电参数（参考 产品手册）

剩余电流动作电流

波形 频率

 

剩余电流动作时间

波形 频率 电流大小





 

注意 超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。

这只是额定应力值，不涉及器件在这些或任何其他条件下

超出本技术规格指标的功能性操作。长期在绝对最大额定

值条件下工作会影响器件的可靠性。

绝对最大额定值仅适合单独应用，但不适合组合使用。结

温高于限制值时，会损坏模块。监控环境温度并不能保证

不会超出额定温度限值。在功耗高、热阻差的应用中，

可能必须降低最大环境温度。

在功耗适中、 热阻较低的应用中，只要结温处于额定

限值以内，最大环境温度可以超过最大限值。器件的结温

（ ）取决于环境温度（ ）、器件的功耗（ ）和封装

的结到环境热阻（ ）。

最高结温 由环境温度 和功耗 通过下式计算：

封装的结到环境热阻 基于使用 层板的建模和计算方

法，主要取决于应用和板布局。在功耗较高的应用中，需

要特别注意热板设计。 的值可能随 材料、布局和环

境条件不同而异。 的额定值基于 的 层电路板。

有关板结构的详细信息，请参考 和 。

是结到板热特性参数，单位为 封装的 基于使

用 层板的建模和计算方法。 报告和使用电

子封装热信息指南 中声明，热特性参数和热阻不是一回事。

衡量沿多条热路径流动的器件功率，而 只涉及一条

路径。因此， 热路径包括来自封装顶部的对流和封装的

辐射，这些因素使得 在现实应用中更有用。最高结温

由板温度 和功耗 通过下式计算：

有关 的详细信息，请参考 和 。

和 针对最差条件，即器件焊接在电路板上以实现表

贴封装。
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基准电压设置，外接电阻，默认上拉 8uA 电流 

正脉冲比较输出，接 MCU 

SS4301 芯片电源, SS32F103CBx VBAT 

半桥输出 1 

半桥输出 2 

全桥 NMOS 源极 

负脉冲比较输出，接 MCU 

下拉测试电流端口 2 

下拉测试电流端口 1 

激发脉冲输入 

芯片复位输入，低电平复位，默认 500K 下拉电阻 

测试电流模拟输入, 差分电流正负切换 

测试电流模拟输入, 设置线性电流大小（VTST2/36R） 

芯片地 

其他端口参考 产品手册 



 

数字信号翻转阈值

TI

RI

SCR

t

t

I

 

 

输入 输出状态波形
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注：本公司保留不预先通知而修改此文件的权利


